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１．はじめに 
 光機能デバイスへの応用に向け，ポーラスシリコン（PSi）にレーザー色素を吸着させたナノコ

ンポジット材料の開発が進められている1,2)．発光特性の詳細な分析がなされ，母体（PSi）から吸

着分子へのエネルギー移動の可能性が示されている2)．これまでに我々は，直線偏光メモリー効果

を利用したエネルギー移動の評価を行い，ローダミンB3,4)，ローダミン 6G5)，およびその両者5)を

吸着させたPSiにおいて，母体から吸着分子へのエネルギー移動の存在を確認してきた．今回，青

色発光を示す酸化PSiから色素（ローダミン 110）へのエネルギー移動を確認したので，その結果

について報告する． 

２．実験方法 
 今回使用した酸化PSi試料は，低温で寿命の長い（～数秒）青色燐光6)を示すものであり，作製

条件もすでに報告6)したものと同一である．この試料をローダミン 110 溶液に浸漬し，ナノコンポ

ジット試料を作製した．発光スペクトルおよび直線偏光メモリー特性の測定は励起光源に波長

514.5 nm（2.41 eV）と 457.9 nm（2.71 eV）のAr+レーザー，および波長 410 nm（3.02 eV）の半導

体レーザーを使用し，室温にて行った． 

３．結果と考察 
 Fig.1 に PL スペクトルと直線偏光メモリーの測定結果を示す．3.02eV で励起した場合，ローダ

ミン 110 の発光ピーク（2.2～2.3 eV）付近で直線偏光度の大幅な減少が見られる．これは酸化 PSi
から色素分子へのエネルギー移動により，励起光の偏光方向とは異なる偏光方向で発光する色素

分子が大幅に増加したためと考えられる． 

0

5000

1 104

1.5 104

1.5 2 2.5 3

PL
 in

te
ns

ity
 (a

rb
. u

ni
ts

)

Photon energy (eV)

hνexc = 2.41 eV (x1)

2.71 eV (x3)

3.02 eV (x10)

(a)

  

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8

D
eg

re
e 

of
 p

ol
ar

iz
at

io
n 

m
em

or
y

Photon energy (eV)

hν
exc 

= 2.41 eV

2.71 eV

3.02 eV

E
exc

 || [001]

(b)

 
Fig. 1. PL spectra (a) and the degree of polarization memory (b) obtained for three different 
excitation photon energies in an oxidized PSi sample impregnated with rhodamine 110. 
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